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審 査 の 結 果 の 要 旨
　本研究は、産業応用が期待される 4H-SiCウエハにおける拡張欠陥（転位、積層欠陥）の電気的作用と、
その原因を明らかにした。
　これらの研究結果は、4H-SiC素子の特性や信頼性の向上に有効であるばかりでなく、拡張欠陥の物理学に
も新しい知見をもたらした。
　以上の理由から、本論文は博士論文として十分と判断された。
　よって、著者は博士（工学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
